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(54) Bezeichnung: Schaltungsanordnung und Verfahren zum Schutz einer integrierten Halbleiterschaltung 

(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen wird eine Schal- 
tungsanordnung und ein Verfahren zum Schutz einer inte- 
grierten Halbleiterschaltung, die eine Schutzschaltung mit 
einer Thyristorstruktur (SCR) enthalt, sowie eine Steuer- 
schaltung (TC; C1, R1, 11 bis 13) fur die Ansteuerung der 
Schutzschaltung, welche beide zwischen ein zu schutzen- 
des Element (PV, LV) und ein Bezugspotential (VB) ge- 
schaltet sind, wobei die Steuerschaltung (TC; C1 , R1 , 11 bis 
13) mehrere Steuersignale erzeugt, die jeweils ein aktives 
Element (T1 , T2) der Thyristorstruktur ansteuern. Dadurch 
wird ein gezieltes Triggern der Schutzschaltung bei defi- 
nierten Schaltschwellen und kurzen Durchschaltzeiten er- 
reicht. Weiterhin wird eine Moglichkeit zur Bestimmung der 
Dauer der Aktivierung der Steuerschaltung vorgeschlagen. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord- 
nung zum Schutz einer integrierten Halbleiterschal- 
tung mit einer Schutzschaltung, die eine Thyristor- 
struktur enthalt und zwischen ein zu schutzendes 
Element und ein Bezugspotential geschaltet ist, und 
mit einer Steuerschaltung fur die Ansteuerung der 
Schutzschaltung sowie ein entsprechendes Verfah- 
ren. 

[0002] Integrierte Halbleiterschaltungen (ICs) kon- 
nen durch transiente Pulse oder Uberspannungen, 
die uber Anschlusse (Pads) oder direkt in Leitungen 
eingekoppelt werden, so beschadigt werden, dass 
sie funktionsunfahig oder gar zerstort werden. Derar- 
tige Pulse oder Uberspannungen konnen beispiels- 
weise bei sogenannten elektrostatischen Entladun- 
gen (englisch: ESD, Electrostatic Discharge)auftre- 
ten. Auch in vielen Anwendungsgebieten, z.B. der 
Automobiltechnik, kann ein derartiger Puis (Burst) 
auftreten. 

[0003] Aktive Schaltungen zum Schutz von inte- 
grierten Schaltungen fur verschiedenste Anwendun- 
gen haben deshalb besondere Bedeutung. In der Au- 
tomobiltechnik beispielsweise besteht das Erforder- 
nis, derartige Schaltungen, die im Hochvoltbereich 
bis 90 Volt oder daruber funktionieren mussen, auch 
fur deutlich hohere Storpuls-Pegel auszulegen. Akti- 
ve Schaltungen zum Schutz des ICs werden oft durch 
den Anstieg des transienten Signals getriggert. Der 
Signalanstieg pro Zeiteinheit wird dabei detektiert 
und uber eine Ansteuerschaltung ein Schutztransis- 
tor oder eine Schutzschaltung durchgeschaltet. 

[0004] Im Fehlerfall, z.B. bei Vorliegen einer unzu- 
lassig hohen Spannung, wird diese Uberspannung 
durch die Schutzschaltung gegen Bezugspotential 
bzw. Masse abgeleitet und so nachfolgende Bau- 
gruppen vor der hohen Spannung geschutzt. Die 
Schutzschaltung kann demnach als aktiv getriggerter 
Uberspannungs- oder Uberstromableiter verstanden 
werden. Im Fehlerfall ist eine schnelle Durchsteue- 
rung der Schutzschaltung notwendig. 

[0005] Geringe Einschaltzeiten und eine prazise 
Einschaltschwelle der Schutzschaltung fur den inte- 
grierten Schaltkreis sowie deren Schutzwirkung bei 
unterschiedlichen Formen von Storpulsen sind be- 
deutende Aspekte der Produktspezifikation und stel- 
len einen Wettbewerbsvorteil dar. 

Stand der Technik 

[0006] Aus der US 5,982,601 ist ein Thyristor (SCR 
- Silicon Controlled Rectifier) fur den ESD-Schutz be- 
kannt, der direkt durch das transiente Signal getrig- 
gert wird. Der Thyristor ist in der Halbleiteranordnung 
in an sich bekannter Weise mittels einer n-Wanne, ei- 



ner p-Wanne und hoch dotierten n- und p-Gebieten 
realisiert. Die transiente Spannung wird mit einem 
RC-Glied erfasst. Mit nachgeschalteten Invertern 
wird der an der Kapazitat detektierte Spannungspe- 
gel in ein Steuersignal umgeformt, das die Basis des 
pnp Transistors der Thyristorstruktur ansteuert. So- 
bald der Ausgangsstrom des nun aktiven pnp-Tran- 
sistors an einem Widerstand einen ausreichend gro- 
Ren Spannungsabfall erzeugt, schaltetder npn-Tran- 
sistor der Thyristorstruktur durch, so dass der transi- 
ente Puis durch die niederohmige Thyristorstrecke 
vom Padpotential des l/O-Pins gegen Bezugspoten- 
tial abgeleitet wird. Der Thyristor bleibt danach 
selbsttatig durchgeschaltet, bis sein Strom den Halte- 
strom unterschreitet und die Loschbedingung erfullt 
ist. 

Aufgabenstellung 

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Schaltungsanordnung zum Schutz von integrier- 
ten Halbleiterschaltungen anzugeben, die ein ver- 
bessertes Verhalten zeigt. 

[0008] Diese Aufgabe lost die Erfindung mit den 
Merkmalen des Patentanspruchs 1. Vorteilhafte Aus- 
gestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind 
Gegenstand der abhangigen Patentanspruche. 

[0009] Die Erfindung wird im folgenden anhand von 
Ausfuhrungsbeispielen im Zusammenhang mit den 
Fig. 1 und 2 naher erlautert. 

Ausfuhrungsbeispiel 

[0010] Eszeigen: 

[0011] Fig. 1 eine schematisch dargestellte Schal- 
tungsanordnung mit Schutzschaltung und Trigger- 
schaltung als Prinzipschaltbild a) und in zwei Ausfuh- 
rungsformen b) und c) und 

[0012] Fig. 2 eine schematisch in den Teilfiguren a) 
und b) unterschiedlich detailliert dargestellte Schal- 
tungsanordnung mit Schutzschaltung und Trigger- 
schaltung. 

[0013] Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind 
in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen verse- 
hen. 

[0014] In Fig. 1 ist die Erfindung im Grundsatz und 
mit zwei Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert. Ge- 
mafc Fig. 1a ist ein Anschluss PV mit einer Leitung LV 
verbunden, die auf einem Potential W liegt. Das Po- 
tential W kann z.B. das positive Versorgungspoten- 
tial VDD oder das Potential eines Eingangs-/Aus- 
gangs-Anschlusses (I/O Pad) sein. Der Anschluss 
PV bzw. die Leitung LV sind gegen transiente Pulse 
bzw. gegen Uberspannung zu schutzen. Diese Uber- 
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spannung muss gegen ein Bezugspotential VB abge- 
leitet werden, das beispielsweise das Massepotential 
sein kann. Die das Bezugspotential VB fuhrende Lei- 
tung LB ist mit dem Anschluss PB verbunden. 

[0015] Die eigentliche Aufgabe der Ableitung von 
Storpulsen bzw. Uberspannungen erfullt die Schutz- 
schaltung PC. Gesteuert bzw. getriggert wird die 
Schutzschaltung PC von einer Steuerschaltung TC, 
die eingangsseitig mit den Anschlussen PV und PB 
verbunden ist. TC ist in der Lage, transiente Pulse, 
die an dem Anschluss PV bzw. der Leitung auftreten, 
zu erkennen und Steuersignale fur die Schutzschal- 
tung PC zu erzeugen. Gemaft der Erfindung ist vor- 
gesehen, dass die Steuerschaltung TC mehrere 
Steuersignale erzeugt, die jeweils ein aktives Ele- 
ment der Schutzschaltung PC ansteuern. Die aktiven 
Elemente der Schutzschaltung PC sind dabei so ver- 
schaltet, dass sie bei einer Ansteuerung durch die 
Steuersignale der Trigger- bzw. Steuerschaltung TC 
eine niederohmige Verbindung zwischen der Leitung 
LV bzw. dem Anschluss PV und dem Bezugspotential 
VB herstellen. Die Schutzschaltung PC kann dabei 
auch hohere Strome gegen Bezugspotential VB ab- 
leiten. 

[0016] Im typischen Anwendungsfall enthalt die 
Schutzschaltung PC eine Thyristorstruktur. Ein Thy- 
ristor ist ein Vierschichtbauelement, das im Ersatz- 
schaltbild als zwei miteinander verschaltete Bipo- 
lar-Transistoren dargestellt wird. GemaR der Erfin- 
dung bedeutet dies, dass die Steuerschaltung TC im 
Fehlerfall die beiden Transistoren der Thyristorstruk- 
tur der Schutzschaltung mit zwei Steuersignalen ak- 
tiv ansteuert. Dazu werden direkt in die beiden Ba- 
sis-Emitter-Ubergange Strome injiziert. 

[0017] Gemafc der Erfindung wird dabei erreicht, 
dass das Durchschalten der Schutzschaltung PC mit 
Steuersignalen fur die aktiven Elemente der Schutz- 
schaltung, die in ihrer Zusammenschaltung die nie- 
derohmige Verbindung zwischen der Leitung LV und 
der Leitung LB herstellen mussen, gezielt eingeleitet 
wird. Dadurch ist es moglich, die Schutzschaltung PC 
prazise und schnell in den durchgeschalteten Zu- 
stand zu fuhren. Dies fuhrt zu einem verbesserten 
Ansprechverhalten der Schutzschaltung und damit 
zu einem besseren Schutz der integrierten Halbleiter- 
schaltung, die in der Figur symbolisch anhand der 
Anschlusse PB und PV und den damit verbundenen 
Leitungen dargestellt ist. 

[0018] Gemaft Fig, lb ) ist ein erstes konkretes Aus- 
fuhrungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die 
Schutzschaltung ist als Thyristor SCR mit den beiden 
Transistoren T1 und T2 ausgefuhrt. T1 ist ein 
pnp-Transistor, der mit seinem Emitter an der Span- 
nung fuhrenden Leitung LV angeschlossen ist, wah- 
rend T2 ein npn-Transistor ist, der Emitterseitig an 
dem Bezugspotential VB angeschlossen ist. Die Kol- 



lektoren der beiden Transistoren sind kreuzweise mit 
der Basis des jeweils anderen Transistors verschal- 
tet. Bei einer integrierten Schaltung kann eine derar- 
tige Transistorstruktur in an sich bekannter Weise 
durch eine n- bzw. p-Wanne mit entsprechend darin 
angeordneten hoch dotierten Bereichen realisiert 
werden. 

[0019] Die Steuerschaltung ist in der Fig, 1b) durch 
eine Detektorschaltung mit nachgeschalteten Inver- 
tern realisiert. Die Detektorschaltung ist als RC-Glied 
aus der Serienschaltung einer Kapazitat C1 und ei- 
nes Widerstands R1 ausgefuhrt, die mit den Leitun- 
gen LV bzw. LB und den entsprechenden Anschlus- 
sen PV und PB verbunden ist. Dem Verbindungskno- 
ten der Kapazitat C1 und des Widerstandes R1 sind 
Inverter nachgeschaltet, die ausgangsseitig jeweils 
die Basen der Transistoren T1 und T2 ansteuern. Da- 
bei ist der Inverter 11 mit de Basis des Transistors T1 
verbunden und zwei in Serie geschaltete Inverter 12 
und 13 mit der Basis des Transistors T2. Die Inverter 
sind notwendig, um das am Verbindungspunkt der 
Kapazitat C1 und des Widerstands R1 anliegende 
Potential in definierte Steuersignale umzuwandeln, 
die die Transistorelemente des Thyristors SCR an- 
steuern. 

[0020] Die Detektorschaltung aus Kapazitat C1 und 
Widerstand R1 bildet als RC-Glied einen komplexen 
Spannungsteiler, an dessen Mittelabgriff der Span- 
nungsanstieg des Storpulses erfasst wird. Im Fehler- 
fall eines transienten Pulses wird die Kapazitat C1 
niederohmig, sodass sich am Ausgangspunkt der 
Detektorschaltung ein hohes Potential einstellt. So- 
bald die Spannung die Schaltschwelle des Inverters 
11 erreicht, schaltet dessen Ausgang auf niedriges 
Potential, sodass der pn-Ubergang zwischen Emitter 
und Basis von T1 die Schaltschwelle uberschreitet 
und T1 durchschaltet. 

[0021] Andererseits liegen parallel zu 11 die hinter- 
einander geschalteten Inverter 12 und 13, die das am 
Abgriffsknoten der Detektorschaltung detektierte 
Spannungssignal in ein definiertes Steuersignal zur 
Ansteuerung des npn-Transistors T2 umsetzen. So- 
mit schaltet T2 nahezu zeitgleich mit T1 in den leiten- 
den Zustand uber. Damit wird der Thyristor SCR lei- 
tend und der auf der Leitung LV bzw. dem Anschluss 
PV anliegende transiente Puis kann gegen Be- 
zugspotential abgeleitet werden. 

[0022] Das Ausfuhrungsbeispiel gemafc Fig. 1c ) 
unterscheidet sich vom Ausfuhrungsbeispiel nach 
Fag, 1b ) dadurch, dass die Detektorschaltung aus 
dem kapazitiven und dem resistiven Bauelement in 
umgedrehter Richtung mit den Anschlussen PV und 
PB verbunden ist. Dabei liegt der Widerstand R2 am 
Anschluss PV und die Kapazitat C2 am Anschluss 
PB. Somit drehen sich die Spannungsverhaltnisse 
am Ausgang der Detektorschaltung, namlich dem 
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Verbindungspunkt von R2 und C2 urn, sodass auch 
die Ansteuerung der Transistor T1 und T2 anders er- 
folgen muss. So ist im Ausgang der Detektorschal- 
tung die Serienschaltung aus den Invertern 14 und 15 
nachgeschaltet, um den Transistor T1 anzusteuern. 
Parallel zu diesen Invertern ist im Ausgang der De- 
tektorschaltung der Inverter 16 nachgeschaltet, der 
den Transistor T2 ansteuert. 

[0023] Im Fehlerfall eines transienten Pulses wird 
die Kapazitat C2 niederohmig, sodass sich am Aus- 
gangspunkt der Detektorschaltung ein niedriges Po- 
tential einstellt. Der Inverter 16 setzt dieses niedrige 
Potential in eine zur Durchsteuerung des Transistors 
T2 erforderliche Spannung bzw. einen entsprechen- 
den Steuerstrom um. Andererseits formen die in Se- 
rie geschalteten Inverter 14 und 15 die Ausgangsspan- 
nung an der Kapazitat C2 in ein Steuersignal niedri- 
gen Potentials bzw. einen entsprechenden Strom 
um, so dass der Transistor T1 durchschaltet. 

[0024] Die Detektorschaltung ist in den Ausfuh- 
rungsbeispielen der Fig. 1 als RC-Glied ausgefuhrt, 
jedoch ist die Erfindung darauf nicht beschrankt. Es 
konnen auch andre Ausfuhrungsformen der Detek- 
torschaltung zweckmaftig sein, so lange die wesent- 
liche Funktion, namlich das Erkennen eines transien- 
ten abzuleitenden Pulses auf der Spannung fuhren- 
den Leitung LV und das Erzeugen von Steuersigna- 
len fur die Durchsteuerung deraktiven Elemente bzw. 
Halbleiterubergange der Schutzschaltung, im Aus- 
fuhrungsbeispiel der Transistoren des Thyristors 
SCR, funktional erfullt werden. 

[0025] Maftgebend ist, dass das transiente Signal 
einerseits erkannt wird und andererseits im Normal- 
betrieb der Thyristor SCR nicht gezundet wird. Die 
Zeitkonstante des RC-Gliedes aus R1 und C1 be- 
stimmt einerseits das Erkennen eines transienten 
Pulses als auch andererseits die Zeit, wahrend der 
die Detektorschaltung aktiv ist. Ein Puis wird erkannt 
und detektiert, so lange die Anstiegszeit der transien- 
ten Storung kleiner ist als die Zeitkonstante des 
RC-Gliedes. Andererseits bestimmt die Zeitkonstan- 
te nach Abklingen des Pulses die Zeit, nach der die 
Detektorschaltung inaktiv wird und abschaltet bzw. 
wieder in den Normalbetrieb zuruckkehrt. 

[0026] Dazu wird in den Ausfuhrungsbeispielen der 
Fig. 1 das RC-Glied mit seiner Zeitkonstante so ein- 
gestellt, dass diese Bedingungen erfullt werden. Da 
in diesen Ausfuhrungsbeispielen der Thyristor im 
Fehlerfall nur gezundet wird, nicht jedoch abgeschal- 
tet werden muss, genugt es, die ansteigende Flanke 
eines transienten Pulses zu erkennen. 

[0027] Bei jeweils einer kleinen Kapazitat des 
RC-Gliedes, beispielsweise realisiert als Gateoxidka- 
pazitat, wird diese Kapazitat bei transienten Vorgan- 
gen niederohmig, sodass im Ausfuhrungsbeispiel der 



Fig, 1b ) der Ausgang des RC-Gliedes sehr schnell 
auf hohes Potential gebracht wird, wahrend der Aus- 
gang der Detektorschaltung in der Fig. 1c) sehr 
schnell auf niedriges Potential gebracht wird. Bei klei- 
nen Spannungsanderungen und bei Gleichspannung 
wirken die Kapazitaten des RC-Gliedes in beiden 
Ausfuhrungsbeispielen als hochohmige Bauelemen- 
te, so dass in der Fig, 1b ) der Ausgang der Detektor- 
schaltung auf niedrigem Potential gehalten wird, 
wahrend er in der Schaltung nach Fag. 1c ) auf hohem 
Potential gehalten wird. 

[0028] Die Schaltungsanordnungen der Fig. 2 zei- 
gen ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung. 
Im Unterschied zu den in Fig. 1 gezeigten Ausfuh- 
rungsbeispielen ist in den Schaltungsanordnungen 
der Fig. 2 ein zusatzlicher Schaltkreis vorgesehen, 
der bestimmt, wie lange die Steuerschaltung aktiv 
bleibt. Damit kann gewahrleistet werden, dass die 
Steuersignale der Steuerschaltung den Thyristor 
SCR zumindest so lange durchsteuern, bis der tran- 
siente Puis auf der Leitung LV oder dem Anschluss 
PV mit Sicherheit abgeklungen ist. 

[0029] Im Vergleich des Ausfuhrungsbeispiels nach 
Fig. 2a ) mit dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 1b ) 
besteht der Unterschied darin, dass zwischen das 
erste RC-Glied aus den Elementen C10 und R10, 
das den transienten Puis auf der Spannung fuhren- 
den Leitung LV oder dem Anschluss PV detektiert 
und die Steuerschaltung aktiviert, und den Invertern 
fur die Ansteuerung des Thyristors SCR eine Zusatz- 
schaltung angeordnet ist. Dabei entsprechen zu- 
nachst der Inverter 11, 12 und 13 nach dem Ausfuh- 
rungsbeispiel der Fjg. lb ) in der Fig. 2a ) den Inver- 
tern 120, 130 und 140. Die Funktion dieser Inverter in 
der Fi g. 2a ) ist identisch wie bei den Invertern des 
ersten Ausfuhrungsbeispiels, jedoch kann die Di- 
mensionierung und die Realisierung der Inverter auf 
verschiedene Weise ausgefuhrt sein. 

[0030] Dem Ausgang des ersten RC-Gliedes aus 
R10 und C10 ist als Element der Zusatzschaltung ein 
Inverter 110 nachgeschaltet, der einen PMOS-Tran- 
sistor P10 ansteuert. Ausgangsseitig ist dieser Tran- 
sistor einerseits mit der Spannung fuhrenden Leitung 
LV und andererseits mit den Eingangen der Inverter 
I20 und I30 verbunden. An dem letzteren Verbin- 
dungspunkt ist weiterhin die Parallelschaltung eines 
zweiten RC-Gliedes aus der Kapazitat C20 und dem 
Widerstand R20 angeschlossen, die mit ihrem ande- 
ren Anschluss jeweils an dem Bezugspotential VB 
bzw. der Leitung LB angeschlossen sind. 

[0031] Bei einer transienten Storung auf der Leitung 
LV oder dem Anschluss PV wird diese durch das ers- 
te RC-Glied erkannt. Der Ausgang dieses ersten 
RC-Gliedes, das den Inverter 110 ansteuert, nimmt 
bei einem schnellen Pulsanstieg durch die dann nie- 
derohmige Kapazitat C10 hohes Potential an, sodass 
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der Inverter 110 ausgangsseitig auf niedriges Potenti- 
al gebracht wird. Wie in den Ausfuhrungsbeispielen 
der Fig. 1 muss die Anstiegszeit der transienten Sto- 
rung auf der Leitung LV dabei kurzer sein als die Zeit- 
konstante des ersten RC-Gliedes. 

[0032] Mit dem dann niederohmigen Ausgang des 
Inverters 110 wird der PMOS-Transistor P10 durchge- 
steuert, dessen Ausgang die Invertereingange der In- 
verter I20 und I30 auf hohes Potential legt. Wie schon 
anhand des Ausfuhrungsbeispiels der Fi g . 1b) erlau- 
tert, werden nachfolgend die Transistoren T1 und T2 
durchgesteuert, so dass der Thyrister SCR leitend 
wird und den Puis auf der Leitung LV gegen Be- 
zugspotential abfuhren kann. 

[0033] Die Zeitkonstante des zweiten RC-Gliedes 
aus den Elementen C20 und R20 kann unabhangig 
von der zeitkonstante des ersten RC-Gliedes einge- 
stellt werden und bestimmt in dieser Situation, wie 
lange die Steuerschaltung aktiv bleibt und Steuersig- 
nale an die Transistoren T1 und T2 erzeugt. Solange 
P10 durchgeschaltet bleibt, sind die Inverter I20, I30 
und I40 in der Lage, die Steuerstrome fur die Durch- 
schaltung der Transistoren T1 und T2 zu erzeugen. 
Sobald P10 abschaltet, z.B. weil sich der transiente 
Puis verflacht und die Zeitkonstante des ersten 
RC-Gliedes kurzer als die Spannungsanderungen 
auf der Leitung LV werden, wird der Verbindungskno- 
ten der Eingange der Inverter I20 und I30 mit dem 
zweiten RC-Glied uber dieses RC-Glied und dessen 
Zeitkonstante gegen Bezugspotential entladen. Typi- 
scherweise wird die Zeitkonstante des zweiten 
RC-Gliedes so eingestellt, dass die Steuerschaltung 
die Steuersignale an den Thyristor so lange abgibt, 
wie die transiente Storung andauert. Das bedeutet, 
dass die Zeitkonstante des zweiten RC-Gliedes lan- 
ger ist als die Zeitkonstante des ersten RC-Gliedes. 
Auf diese Weise konnen mittels des ersten und des 
zweiten RC-Gliedes unterschiedliche transiente 
Pulsformen erfasst und abgeleitet werden. 

[0034] Fig. 2b ) unterscheidet sich vom Ausfuh- 
rungsbeispiel der Fig, 2a dadurch, dass die Inverter 
konkretals CMOS-Inverter 111 , 121, 131 und 141 aus- 
gefuhrt sind. 

[0035] Selbstverstandlich kann das Ausfuhrungs- 
beispiel mit einem zweiten RC-Glied auch an das ers- 
te Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1c angepasst wer- 
den. Weitere Ausfuhrungsformen der Steuerschal- 
tung und der Schutzschaltung sind moglich und ge- 
horen, obwohl nicht dargestellt, zum Schutzumfang 
der Erfindung. 

Patentanspruche 

1. Schaltungsanordnung zum Schutz einer inte- 
grierten Halbleiterschaltung mit 
- einer Schutzschaltung, die eine Thyristorstruktur 



enthalt und zwischen ein zu schutzendes Element 

und ein Bezugspotential geschaltet ist, und 

- einer Steuerschaltung fur die Ansteuerung der 

Schutzschaltung, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung 
(TC; C1, R1, 11 bis 13) mehrere Steuersignale er- 
zeugt, die jeweils ein aktives Element (T1, T2) der 
Schutzschaltung (SCR) ansteuern. 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung 
eine Detektorschaltung (R1, C1) enthalt, die ein- 
gangsseitig parallel zu der Schutzschaltung liegt und 
bei Erfullen eines Detektionskriteriums Schaltele- 
mente (11 bis 13) ansteuert; die die Steuersignale er- 
zeugen. 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 

2, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektorschal- 
tung ein erstes RC-Glied (R1, C1) aus einem Wider- 
stand und einer Kapazitat enthalt. 

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2 oder 

3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltelemente 
Inverter (11 bis 13; 14 bis 16) enthalten. 

5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuersignale fur 
aktive Elemente unterschiedlichen Leitfahigkeitstyps 
der Schutzschaltung gegenpolig sind und je einen 
Steuereingang deraktiven Elemente ansteuern. 

6. Schaltungsanordnung nach einem der Paten- 
tanspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Steuereingange der aktiven Elemente der 
Schutzschaltung in einer Halbleiterstruktur mittels 
Wannen unterschiedlichen Leitfahigkeitstyps ausge- 
fuhrt sind, in denen hochdotierte Bereiche fur die 
Ausgangskreise der aktiven Elemente (T1 , T2) ange- 
ordnet sind. 

7. Schaltungsanordnung nach einem der Anspru- 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Detek- 
torschaltung der Steuerschaltung zum Erkennen ei- 
nes Signalanstiegs mit vorgegebener Anstiegszeit an 
dem zu schutzenden Element (PV, LV) ausgelegt ist. 

8. Schaltungsanordnung nach einem der Anspru- 
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu- 
erschaltung zeitabhangige Elemente (R1, C1; R10, 
C10, R20, C20) enthalt, die die Dauer der Aktivierung 
der Steuerschaltung bestimmen. 

9. Schaltungsanordnung nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, dass die zeitabhangigen Ele- 
mente RC-Glieder (R1, C1; R10, C10, R20, C20) 
sind, die einerseits fur den Beginn der Aktivierung 
und andererseits fur das Ende der Aktivierung der 
Steuerschaltung mafcgebend sind. 



5/8 



DE 1 0 2004 007 241 A1 2005.09.01 

10. Verfahren zum Schutz einer integrierten 
Halbleiterschaltung mit einer Schaltungsanordnung 
nach einem der Patentanspruche 1 bis 9, bei dem der 
Zustand des zu schutzenden Elements (PV, LV) de- 
tektiert wird, dadurch gekennzeichnet, dass mit einer 
Steuerschaltung (TC; C1, R1, 11 bis 13) mehrere 
Steuersignale erzeugt werden, die jeweils einem 
Steuereingang aktiver Elemente (T1 , T2) der Schutz- 
schaltung zugefuhrt werden. 

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen 
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Anhangende Zeichnungen 
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